TEST DE AUTOEVALUACION

Este tema dedicado a los diodos de unidn incluye también a los
rectificadores de potencia y a los puentes rectificadores integrados.
Se repasan sus parametros mas relevantes, caracteristicas de
catdlogo, cédigos de designacion de los diferentes tipos,
encapsulados, etc.

.COMPONENT.. .. LECTRONICOS

_ e}ma—*e
Diodos de union




Componentes electronicos Test de Autoevaluacion. Tomo |

1 Estructuralmente un diodo se compone de...

Qa)  Tres cristales dopados y dos terminales externos de conexion.
Ub)  Dos uniones semiconductoras.
Qc)  Dos cristales dopados y dos terminales externos de conexién.
ad) Tres uniones semiconductoras.

2, Cuando en un diodo directamente polarizado existe un flujo de eIectrones de valencia
moviéndose hacia la izquierda, significa que los huecos fluyen hacia...

P N
da)  Laderecha. g.ggg 2.2.2-2
adb)  Laizquierda. o'ec'o'cle @@ @
Qc)  Todas las direcciones, erraticamente. e'e'c’cle e e @
ad) No se mueven. s
fuls
3. En un diodo de silicio no polarizado y a temperatura ambiente, los iones de la zona de

deplexion producen una barrera de potencial de...

Qda) 02V.

db) 03 V.

Qc) 0,7V.

Qd) 15V.

4. Dentro de la estructura cristalina de un diodo, los elementos que no pueden desplazarse
son...

Qa) Los electrones libres.

Qdb)  Los huecos.

Uc)  Los portadores mayoritarios.
Qd) Losiones.

3 En el disefio de un diodo rectificador, interesa una banda prohibida ancha porque...
Qa)  Lacorriente inversa de saturacion serd mayor. Bhe
b)  Latemperatura afectard menos al semiconductor.
P 7 Wg BP
Qo) La tension umbral sera menor.
Ud)  Ninguna respuesta es cierta, la banda prohibida debe ser estrecha. T BV

6. Cuando una union PN estd polarizada segin indica el esquema de bloques de la figura...

Uda) Circula una intensa corriente eléctrica a través de la unién
que se cierra por el circuito exterior.

Ub) Disminuye el campo eléctrico que se establece en la unién, lo P N (
que favorece su capacidad de conduccion.

Qe) Aumenta la barrera de potencial y el ancho de la zona de

transicion, con lo que serd imposible que se establezca por 1 ll*
ella una corriente directa. |
Qd)  Suzona de trabajo se encuentra en el primer cuadrante de la
curva caracteristica.
7 Aungque todos los simbolos del diodo de la figura se usan, el recomendado por la CEI es

el...

Qa)  Simbolo 1. S e
db)  Simbolo 2. o__u_o 2
Qo) Simbolo 3.

Ud)  Ninguno. O—H———O 3
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8. El modelo eléctrico de la figura corresponde a un diodo...

g Rd Vu
Qa)  En polarizacion directa. A B oK

b)  En polarizacion inversa.

Qo) Sin polarizar. - ek i
. = resisiencia dinamica
Qd)  No corresponde a un diodo. Vi =4onisidh uribral

E 9. La anchura de la zona de deplexion de un diodo aumenta cuando lo hace... !I

Qa)  La tension directa aplicada.

Qb)  Latension inversa aplicada. — P % N

Qc¢)  Lacorriente directa media. //

WUd) Latemperatura ambiente. —

10. La corriente inversa de saturacion de un diodo aproximadamente se duplica por cada

incremento de la temperatura de...

‘ | T(°C)
Qa) 1°C.

. -3 el

oy o N
Qd)  100°C. / I \

11. La corriente superficial de fugas de un diodo...

Qa)  Es causada por impurezas en la superficie del cristal e imperfecciones en su estructura interna.
Qb)  Esinversamente proporcional a la tension inversa aplicada.

Qo) Es parte de la corriente directa.

Qd)  Esdirectamente proporcional a la tensién directa aplicada.

12, La corriente inversa total de un diodo...

Qa) Es la suma de las corrientes inversas de

saturacion y superficial de fugas. ¢ IR
Qb)  Esuna corriente de portadores mayoritarios.
Qc)  Esmuy grande. —— [H'_‘

Qd)  Esigual y de signo contrario que la corriente
directa total.

13. EI comportamiento estdtico del diodo de la grifica de la figura corresponde al...

(I)

1 @ 14 2
Qa) Modelo 1. EI Rf P
Qb) Modelo II. 2
Qc)  Modelo 1. ‘)—H——_{ gy o2
Qd) ModeloIV. Rf
\ s .'—’\/\/‘—0 (Iv)
" wu Yo

14. En un diodo...

(a)  Latension umbral V, aumenta de valor cuando aumenta la temperatura.

Ub)  Lacorriente directa aumenta conforme lo hace la tension aplicada.

Uc)  Lacorriente inversa aumenta logaritmicamente con la tensién aplicada hasta llegar al punto de ruptura.
Qd) Lacorriente inversa es independiente de la temperatura.
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15. La tension umbral V., de un diodo semiconductor es...

da) La que tiene en extremos el diodo en directa cuando circula el 1% de la corriente maxima.

b)  La tensién necesaria que hay que aplicarle para que se establezca la barrera de potencial en las
proximidades de la union.

do) La que produce la circulacién de la corriente inversa de saturacion.

Ud) Laque provoca el efecto de avalancha en la union.

16. ¢ Como pueden identificarse el dnodo y el citodo de un diodo semiconductor?

da)  De ninguna forma.

Qb)  El terminal mas corto corresponde al 4nodo.

Qc¢) Si la capsula lleva una franja, el terminal mas :-]:
proximo a ella corresponde al dnodo.

Qd)  Silacépsula lleva una franja, el terminal més
préximo a ella corresponde al catodo.

17. Para comprobar el estado de un diodo, ;cudl de los siguientes aparatos no es adecuado?

Qa)  Ohmetro analégico.

Qb)  Ohmetro digital.

Qc)  Osciloscopio con test de componentes incorporado.
Qd)  Frecuencimetro.

18. La caracteristica idealizada I=f(V) de la figura correspondiente a un diodo de estado sélido
permite considerarle como...

L

Qda) Un cortocircuito en polarizacion inversa.

Qb)  Un circuito abierto en polarizacion directa.

Qo) Un interruptor cuya apertura y cierre estin
controlados por la tension de polarizacion.

Qd)  Todas las respuestas son ciertas.

- \/

Vu

19. En el sistema de coordenadas cartesianas de la figura, cada zona corresponde al siguiente
modo de funcionamiento del diodo:

Qa)  Zona l: polarizacion directa.
Qb)  Zona 2: polarizacion inversa. v,

Zona 4 Zona 1

Qc¢)  Zona 3: diodo en cortocircuito. Ve

Qd) Zona4: diodo en circuito abierto. T Pomag

20. Los diodos de union...

WQa)  Tienen encapsulados muy diferentes segln se trate de diodos de potencia, diodos de pequeiia sefial o
diodos para montaje superficial.

Qb)  Segun la nomenclatura americana responden a las siglas 2N----.

Qc)  Tienen tres terminales: 4nodo, catodo y puerta.

Qd)  Sonelementos pasivos bidireccionales para trabajar en ambos semiciclos de la sefial alterna senoidal.

21 Analizando la curva caracteristica tension-corriente de un diodo se desprende que, desde un
punto de vista prdctico, los pardmetros mds importantes a tener en cuenta son...

Ig(mA)
a)  Los valores maximos de corriente directa y de tension inversa.
Ub) La corriente inversa de saturacion.
Uec) La tension de umbral minima.
Qd) Laresistencia dindmica.
we VE(V)
Ir(UA)
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22 La influencia de la temperatura sobre la curva caracteristica directa de un diodo
semiconductor queda representada en la figura, y se cumple que...

|
Qa) T2<TI. i T/ 12
Qb)) T2>TL
Qc) T2=TI.
Qdd)  Sdlo es valida cuando la temperatura es
superior a 100 °C. Ve

23. Si comparamos las curvas caracteristicas de un diodo de germanio y otro de silicio,
podemos decir que...

Ig(mA)

Jda) La tensiéon umbral directa y la inversa de
avalancha son mayores en el de silicio.

db) La curva crece més rapidamente y el codo es
mas pronunciado en el de silicio.

Qc)  La corriente inversa de saturacion es mayor en

el de germanio. ? VE (V)

dd)  Todas las respuestas anteriores son ciertas.

24. Observando la curva caracteristica del diodo de la figura, la tension de ruptura es...
Ir(mA)

da) VI

Qb)) V2.

Qo) V3.

Qd) V4. v V3

fﬁ' I V2 VI VE(V)

23. Seguin la nomenclatura europea moderna de designacion de semiconductores, los distintos
caracteres alfanuméricos de la figura indican:

Qda) B: Bismuto.
Qb)  Y:diodo de pequeiia potencia.
Qc¢)  V24: de aplicacién general. BYV24-800R
Qd) 800: Los voltios de tensién inversa repetitiva
maxima y R: polaridad inversa.

26. En rectificadores de potencia debe recurrirse con frecuencia a...

Qa) La conexion de diodos en paralelo, cuando se
desea trabajar con tensiones inversas elevadas.

Qb) La conexién de diodos en serie, con objeto de
entregar altos valores medios de corriente a la
carga.

Qc)  Las dos respuestas anteriores son ciertas.

Jd)  Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

27 ¢ Qué diodo de silicio conduce?

Qa) DI. utire— 2
Qb) D2
Qc) D3

: +5V O———HLO +5V
Qd) D4
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28. ¢ Cudl de los siguientes pardmetros no los proporcionan los handbooks de los diodos?

a)  Caracteristicas eléctricas: valores méaximos y
tipicos de tensiones y corrientes de
funcionamiento.

b) Caracteristica  mecanicas: geometria vy
dimensiones de los distintos encapsulados.

Qo) Graficas y curvas caracteristicas diversas: Iy =
f(Vg), p=1(Ig), Pr= f(TC), ctc.

Qd) El modelo y tamafio del radiador necesario en
cada caso.

29. En el circuito de la figura...

Qa) El diodo conduce normalmente.

db)  Para que el diodo conduzca hay que invertir la -
polaridad de la bateria. It -
Qo) El diodo no conduce. - b 74
dd) Debemos colocar una resistencia limitadora en
serie con el diodo para limitar el paso de la
corriente.
30. ¢ Cudl de las caracteristicas de un diodo citadas a continuacion puede encontrarse en su

datasheet?

Wa)  Elcolor de la capsula.

Qb)  Vida media del componente.
Qe) Intensidad media méxima.
ad) Tension inversa minima.

E

I

3L Ateniéndonos a su codigo de designacion, ;cudl de los siguientes componentes es un diodo
de union?

Qa)  2N3055.

Qb)  IN4148.

Qc)  7400.

Qd)y ZF12.

32. ¢ Cudl de las siguientes afirmaciones es cierta?

Qa) Cuando varios diodos estan conectados en D1 D2 Dn

paralelo, la méaxima corriente que puede GH_H_O .................... D_H_D

entregar el conjunto esta limitada a la del diodo
que menos corriente admite.

N D1
Ub)  Los diodos no pueden conectarse en serie. Vi
Qc¢)  Enlaconexion de diodos en paralelo es preciso o
colocar una resistencia de pequefio valor en Vi
. o4 O
serie con cada uno de ellos para compensar las | e
disimetrias. N L
Qd) Los diodos sélo pueden conectarse en %]
antiparalelo.
33. Un rectificador monofisico en puente de Graetz estd formado por...
da) 1 diodo.

db) 2 diodos.
Qc) 3 diodos.
Qd) 4 diodos.
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Qa) Los terminales marcados con el simbolo ~

corresponden a la salida de tension alterna.
db) Los terminales marcados con los signos + y — o

corresponden a la entrada de tension continua
pulsatoria simple.

Oc)  Esobligatorio el uso de radiador.

Qd) Los terminales marcados con los simbolos ~ son los
de entrada de tensidn alterna, y los marcados con los
signos + y — son los de salida de tension continua
pulsatoria doble.

35. De los simbolos indicados...

CA

Qa)  El nimero 1 normalmente se emplea en Electrénica de

Potencia.
Qb)  Todos representan un puente rectificador monofasico, cA
pero el nimero 2 se suele usar si es integrado.
Qc) El m:Jmero 3 sue_le usarse para bajas potencias. 3 2% 7K
Qd) El nimero 4 es incorrecto, no se trata una conexion en CA O——o
puente de Graetz. cAo
K

0

En el codigo de designacion impreso en el cuerpo del componente de la figura...

Qa) “B” indica que se trata de un puente rectificador a
diodos.

U b) 380 son los voltios de la tension inversa eficaz que B380 C5000/3300
soporta.

dc)  “C” indica que el dato siguiente hace referencia a la £ o -
corriente: si lleva adosado radiador aguanta 5 A; en
caso contrario 3,3 A.

Qd)  Todas las respuestas anteriores son ciertas.

37 Sabemos que un rectificador integrado en puente como el de la figura...

Qa) Es trifasico, porque tiene 5 terminales.

db) Es monofasico ya que el 5° terminal es la masa auxiliar.

Qo) Contiene 4 diodos.

d) Contiene 5 diodos: los que forman el rectificador y el
diodo volante.

38. El diodo BY396...

Qa) Es de Germanio.

Qb)  No esde potencia. A

Qc¢)  Esun zener.

Qd)  Seusaen aplicaciones generales.

39. La diferencia entre los diodos 1N4001 y 1N4007 es...

1N4001

Qa)  Elencapsulado.

Qb) Latension inversa maxima.
Ue) La corriente directa. 1N4007
d)  El tamafio.

b
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40. Después de realizar con un ohmetro analégico las comprobaciones indicadas en la figura,
podemos afirmar que...

Qa) Si en el montaje 1 el Ohmetro indica alta
resistencia y en el montaje 2 baja, el diodo esta en

buen estado. /O /i N

Montaje 1 Montaje 2

Ub)  Sien ambos montajes el 6hmetro marca alta resis- P h Y I— 1A
tencia, el diodo esta en corto.

Uc) Si en ambos montajes el éhmetro marca baja resis- l
tencia, el diodo est4 abierto. &

Qd) El diodo tiene una excesiva corriente de fugas y
que se han degradado sus caracteristicas eléctricas.

41. Los encapsulados de la figura...

Qa)  Son tipicos para los diodos Darlington de potencia.

Qb)  Corresponden a diodos discretos de baja potencia.

Qo) Son habituales en puentes rectificadores integrados
en pastilla o monoliticos.

Qd)  Enocasiones se usan para los diodos LED.

42. (Cudl de los siguientes pardmetros de un diodo no pertenece al “Sistema de Valores
Maximos Absolutos” establecido por la Comision Electrotécnica Internacional, CEI?

Ha) Vrsms Verms Vewms Vr.

db)  Irav, Ierms, Irrms Iesme

dc)  Rujes Reene

d) La fecha de fabricacion y/o caducidad.

Dada la siguiente curva caracteristica tension-corriente de un diodo, el punto de trabajo...

T
Qa) Q, corresponde al diodo polarizado inversamente. _
db)  Q;corresponde al diodo polarizado directamente. % 'eo Q1
Qo) Q) corresponde al diodo polarizado directamente. 7 —— = -
dd) Q, corresponde al diodo sin polarizar. 8 (e B s Ve

ol |
44. Utilizando la recta de carga para el diodo de la figura, sabemos que...

Ir (mA)

Ja) La tension en extremos del diodo vale 0,75 V.

b)  Lacorriente que lo atraviesa vale 100 mA. =

_Na
Qo) La tensién de alimentacion es Vee=15 V. - i
d) La maxima corriente que puede circular por el
diodo vale 100 mA. '
X 5 Ve(v)
45. La carga a través de la union PN estd representada en...
P N
o'c'io|e| 0@
o'c’io|e| @@
o'c*iofe| @6
Qa) Lafigural "
db) Lafigura Il
Qe) La figura III. -
Qd) LafiguraIV.
() T
(I
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46. El grdfico de la figura obtenido de un datasheet de diodos...

Ua) Nos permite conocer la corriente de pico repetitiva T Irsm (A)
en funcién del tiempo de repeticion. o
Qb)  Nosindica que a medida que aumenta el tiempo de 2000 b
sobrecarga el diodo soporta una corriente de pico 5y NG Tj=1500
accidental menor. \\
Qc)  Se especifica para condiciones de trabajo ideales ™
del componente. 500
Qd) Informa que para una sobrecarga de 1s de ii)
duracion el diodo es capaz de soportar 1.500 A. a0 001 04 1 10
47. Segun el nomograma de potencia de la figura, en el diodo de un rectificador monafisico de

media onda por el que circula una corriente directa media de 16 A, a una temperatura
ambiente de 40 °C...

Power dissipation vs. forward current and case temperature

Pn:" EEYB _"?lﬁl. Ripoa®2°C/¥ M::wc Tease (°C)
Qa) Disipa una potencia media de 30 (W) / H s
W. a0 i - 120
db) Alcanza una temperatura en la / 7 - 130
capsula de 160 °C. N - 3 ] e
Qc¢)  Presenta una resistencia térmica ya ANLEN
capsula-ambiente de 5 °C/W. A o =
Ud) Mantiene la temperatura en la 101 > - 160
unién a 15 °C. - e \‘§1 o
0 H | 180
LI 10 20 0 50 100 150 200
FAV (A) Tamy (°C)
48. En el supuesto de la cuestion anterior, sabiendo que la Ry, = 1 °C/W, la resistencia térmica

del radiador deberd ser...

Qa) Ry < 4°C/W.
Qb) Ry < 1°C/W.
Qc¢) Rum < 14 °C/W.
Qd) Ry < 6°C/W.

49. Por un diodo inversamente polarizado, y dentro de los limites normales de funcionamiento,
circula la llamada corriente inversa...

Qa) De saturacion.
db)  De pico.

Qc)  De ruptura.
Qdd)  De bloqueo.

50. Al efectuar la comprobacion de un diodo de union con la funcion especial para los mismos
que poseen los polimetros digitales, estard en buen estado si...

Qa) Marca alta o baja resistencia, dependiendo de la
polaridad que apliquemos a las puntas de prueba. N
Qb)  Se produce el pitido caracteristico de continuidad. il 4
Qo) La corriente directa leida en la pantalla coincide
con el valor de Ip5y indicado en el catalogo.
Qd)  En un sentido leemos su caida de tension directa
(= 0,7 V para el Si) y en sentido contrario circuito
abierto.
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51 Dados para un diodo los pardmetros nominales de tension de la figura, la tension inversa
de pico repetitiva es el valor...

Vet
| a) VRWM-
D b) VR.RM- >t
H C) VRSW
Qd) Ve
¥ w '] I
V rsu < 4
52. En las caracteristicas técnicas publicadas de los diodos, al valor medio de la corriente se le
denomina...
da) Irsm
Qb) Irrms
Oec)  Ipay
Qd) Ik

La tension directa 0 umbral de un diodo de silicio vale aproximadamente...

a) 0,2V.
Qb) 0,7V.
UQe) 1,5V.
ad) 13V.

La resistencia dinamica del diodo, cuya curva caracteristica aparece en la figura, vale...

Qa) Rd=04Q.
Qb) Rd=20Q. %
Q¢) RA=IK5Q.
Qd) Rd=207Q.

e Ve(V)

55. ¢Cudl de las siguientes instrucciones de montaje para diodos rectificadores de silicio de 1 A
es falsa?

Qa)  Distancia minima del punto de soldadura al cuerpo: 4 mm. l
Qb)  Temperatura maxima del soldador: 300 °C. Loy
Oc¢)  Tiempo maximo de soldadura: 10 s.

dd) No doblar el terminal a una distancia menor de 2 mm. g?_‘ : o | —T 5
8 —_ 75" — 8
56. La influencia de la temperatura, T, sobre la curva caracteristica del diodo de la figura...
l(mA) |

Ua) Hace que ésta se modifique, siendo T2<T]1.
Qb)  Es independiente del material semiconductor con el que esté P
fabricado el diodo. |
Qc¢)  Es mucho mas notable en polarizacién inversa que en directa.
Qd) No tiene gran relevancia, pues los problemas térmicos son
despreciables en tos semiconductores. —

VE(V)

57. El dato mas indicado de los semiconductores rectificadores para valorar su respuesta frente
a sobretensiones es...

Qa)  Latension inversa de pico repetitiva.
ab) Latension directa maxima.

Qc¢)  Latension inversa de pico no repetitiva.
Qd) La ganancia de corriente.

10
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58. El valor maximo que puede soportar un diodo de modo accidental cuando no conduce, y
que los fabricantes dan junto con la duracion mdxima del transitorio (normal < 10 ms), se

conoce comao...

Qa) Tension inversa de trabajo maxima.
b)  Tension inversa de pico no repetitiva.
Uc)  Tensidn inversa de pico repetitiva.
dd)  Tensién de ruptura.

59. Observando las seniales de la figura correspondientes a un diodo en conduccion, el
pardametro Irpy serd el...

IF

K

ga) Valor 1. ::; %
Q0  ValerllL A A A

Qdd) ValorIV. 1

»{

60. Si consultamos la hoja de datos del diodo 1N4007 facilitada por el fabricante, el valor de
corriente mds elevado que encontraremos es...

Qa) Irav-
ab) Ik.

o) Irsm.
dd) TrrM-

Uda) LacurvaTl.
Ub)  Lacurva T2.
Qo) La curva T3.
dd) Ninguna de las anteriores.

62, La capsula de la figura se conoce como...

Ua) DO-5. I #2,5mm
C 1.

dd) SOD-15. 5 mm l

63. La tension umbral de un diodo rectificador tiene un valor aproximadamente igual a...

a)  La tension de ruptura.

db) La tension aplicada.

c)  La tension inversa repetitiva maxima.
Qd) Labarrera de potencial.

64. Los diodos de union no trabajan adecuadamente a altas frecuencias debido a...

Qa)  La polarizacion.

db) El efecto de avalancha.

Qc)  El almacenamiento de carga.
d) Lasegunda ruptura.

11
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65. La corriente inversa de saturacion de un diodo depende de...

Qa) La tension inversa.

Qdb) Latension directa.

Ue) La temperatura de la unién.
(d) Los portadores mayoritarios.

66. Los puentes rectificadores de la figura tienen distinta...

Qa) Potencia.
Ub)  Distribucion de terminales. ‘
Uc)  Designacion. '

Wd) Forma de montaje.

67. Al diodo SMD representado en la figura se le conoce por...

a) Micro-MELF. B e

Qb)  Mini-MELF. Q aliiwi
Uc) MELF. | sl

Qd) Maxi-MELF. L

68. El encapsulado SMD del diodo de la figura se conoce como...

Qa) DO214.

db) SMA.

Uc) Las dos respuestas anteriores son ciertas.
Qd) SOD323.

69. ¢ Cudl de los encapsulados SOT23 para diodos de la figura existe realmente?

Ua) El encapsulado I. . 0 ol
Qb)  Elencapsulado II.

Qe) El encapsulado III.

Qd) Los tres. o ™ = B ey M
70. ¢ Cudl de los encapsulados mostrados es de cdtodo comin?

Ua) Dispositivo I. =] =

Qb)  Dispositivo IL A A

Qc)  Dispositivo III. < £ >

Qd)  Dispositivo IV. O W L ™
71. Cuanto mayor es el tamaiio del diodo soporta...

Qa) Mas corriente directa. A

db)  Mas corriente inversa. e u

o) Menos tension inversa. o1 B T &

dd)  Menos temperatura de la union. 12 I 483

72. El diodo de la figura es de montaje...

Qa) Radial.

Qb)  En superficie.
Uc) En cara bottom.
dd) THD.

12
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73. El cadtodo del diodo de la figura es...

Qa)  Elterminal izquierdo. (- )

Qb)  Elterminal derecho.

do) Ninguno de los anteriores.
Qd) Los diodos SMD no tienen polaridad. ]
74. En la fabricacion de diodos de potencia...

Qa)  La superficie de la union depende de la densidad de
corriente que debe admitir.

Wdb)  El espesor de la unién depende de la tension inversa
que debe soportar.

Qc)  No hay una relacién directa entre las dimensiones de
la unién y la potencia a manejar.

dd) El encapsulado final no depende de sus valores
eléctricos maximos.

Gracias al proceso de biselado en la fabricacion de los diodos de potencia, se consigue...

Qa)  Aumentar el valor de la corriente superficial.

Ub)  Un mayor gradiente de potencial. / p \
Qo) Que soporte una tension inversa mayor.
Qd)  Que la tension directa sea menor. ( N )

76. Un diodo de potencia como el de la figura...

Ua) Tiene un tamafio menor que si fuera de montaje superficial.

Qdb)  Esde tipo perno roscado para adaptarse mejor al radiador.

Qc)  Esidoneo para uso en rectificadores totalmente controlados.

dd)  Es el que habitualmente se utiliza para trabajar con corrientes
directas del orden unos pocos mA.

77, Cuando se conectan en serie varios diodos de potencia del mismo tipo...

Qa) La tension inversa aplicada a la rama se reparte por igual
entre todos ellos.
Qb)  Eltiempo de recuperacion inversa serd el mismo para todos. D1 D2 D3 Dn
Qc)  Los diodos més rapidos dejaran de conducir antes, lo que les D_H_H_H_g ..................... D_H_D
es favorable pues soportaran una tension inversa menor.
dd) La distribucién de la tension inversa entre los diodos de la
rama puede equilibrarse mediante la conexién de una
resistencia en paralelo con cada uno.

78. Cuando se conectan en paralelo varios diodos de potencia del mismo tipo...

Qa) La dispersién de las caracteristicas estaticas de los diodos hace

que puedan provocarse fuertes desequilibrios en sus respectivas {>|| b1
contribuciones a la corriente de carga.

Qb) Se crea un desequilibrio que se hace menos patente con el [[>ll e
aumento de la temperatura, ya que es positivo el coeficiente de o | D3 $—0
temperatura de la tension en los diodos. %

Uc)  Es preciso conectar una resistencia en paralelo con cada diodo a
fin de uniformar sus caracteristicas.

Qd)  El valor de la resistencia a conectar en serie con cada diodo sera N Dn
tanto mayor cuanto mayor sea la corriente que deba circular por Vi
dicha rama.
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79. El valor de la corriente que un diodo de potencia puede soportar, si sus picos se repiten
cada 20 ms con una duracion del pico de 1 ms y para una cierta temperatura de la cdpsula,
se denomina...

Q a) IFAV‘
Ob) Iirum.
Uc)  Ipsm

80. El tipo de encapsulado de un diodo de potencia depende de...

mox35,

Qa) La intensidad nominal del diodo.
Odb) La caida de tension directa. ;
Qc)  Latemperatura ambiente.
Qd) Lacorriente de fugas.

sixezwW

81. Del espesor “d” de la capa N- del diodo de potencia de la figura depende...

A

Qa) La corriente directa media. Y ? 7
Qdb) Latension de ruptura. i :;
Qdc¢)  Latensién de umbral. =
d) Latension directa de pico repetitiva.

S«
82. Los diodos de potencia que mayor corriente directa (Ir.4y) conducen tienen cdpsula...

e I
Qa)  DO-200AC. | e -
Qb) DO-4. T e
Qc¢) DPACK. tof i yY
Qd)  SOD-50. P R
LT

83. Cuando el modulo de la figura forma parte de un puente rectificador de potencia, una de

las fases de la alimentacion alterna de red se debe aplicar al...

da) Terminal 1. e e e

Qb)  Terminal 2. 1 2 3 \
Qc)  Terminal 3. y ;
I |

Qd)  Cualquiera de las anteriores.

! 84. La capsula del diodo de la figura... !l

da) Es de tipo disco, especial para diodos de baja potencia.

Ub) Se conecta al circuito exterior soldando los terminales de k\\\\\ \
P

anodo y catodo.
Qc) Es exclusiva para los diodos de selenio y de dxido de cobre. (

N
Qd) Aisla la unién semiconductora de la atmosfera para evitar su ‘\\\\\\\\\\
deterioro quimico y provee la conexion eléctrica al circuito N\

mejorando la disipacion de potencia.

85. De entre los pardmetros dindmicos de los diodos de potencia, el fenémeno de recuperacion
inversa...

Qda) Tiene menor influencia que el de recuperacion directa.

Qb)  Sdlo es apreciable cuando los diodos forman parte de rectificadores que trabajan a la frecuencia de la
red (50 Hz).

Uec) Se produce al pasar del estado de bloqueo al de conduccién en un tiempo no nulo.

Qd)  Es particularmente perjudicial cuando se trabaja a frecuencias elevadas.
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